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ATENCAO: Entregue apenas o gabarito. Questdes V/F corretas valem 0,5, incorretas -0,25 e em branco 0,0.
Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas alternativas abaixo:

ATENCAO: Entregue apenas o gabarito. Questoes V/F corretas valem 0,5, incorretas -0,25 e em branco 0,0. Nao
destacar nenhuma folha durante a prova.

RESPOSTAS

Entregar somenete esta folha.
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() Considerando a utilizagdo de um capacitor polarizado (eletrolitico ou tantalo) para o capacitor C1 da
Figura 1, seu terminal positivo deve ser conectado a L1, enquanto que seu terminal negativo deve ser conectado

a RG.

2. () Considerando a utilizagdo de um capacitor polarizado (eletrolitico ou tantalo) para o capacitor C2 da
Figura 1, seu terminal positivo deve ser conectado ao dreno de M2, enquanto que seu terminal negativo deve ser
conectado a RL.

3. () Considerando a utilizagdo de um capacitor polarizado (eletrolitico ou téntalo) para o capacitor C1 da
Figura 2, seu terminal positivo deve ser conectado a Rg.

4. () Counsiderando a utilizagio de um capacitor polarizado (eletrolitico ou téntalo) para o capacitor C2 da
Figura 2, seu terminal negativo deve ser conectado a RL.

5. () A topologia do amplificador da Figura 1 é em fonte comum.
6. ( ) A topologia do amplificador da Figura 2 é em porta comum.

Para o circuito da Figura 1, considere para M1 e M2: k', W/L = 2,5mA/V? V4 = 100V; somente para MI:
V; = =3V, e M2: V; = 2V. Demais parametros: V1=v;; V(RL) = v, (tensdo sobre RL); Vdd=10V, R1 = 10M€;
R2 = 100k$2; RG=5012, L1, C1 e C2 sao grandes o suficiente para nao interferirem no circuito, para a freqiiéncia de
trabalho considerada (baixas e médias freqiiéncias).

7. (1,0) O valor que mais se aproxima da resisténcia CA de entrada, isto é, vista por V1, é:

(a) 17082 (d) 12502
(b) 950 (e) 1kQ
(c) 532,40
8. (1,0) O valor que mais se aproxima da resisténcia CA de saida, somente do amplificador, sem o resistor RL,
é:
(a) 8,4k (d) 4,2k
(b) 10052 (e) 1k
(c) 2,5k
9. (1,0) Calcule o ganho CA de tensao (A4, = v,/v;), considerando a carga R2;
(a) 23 (d) 44
(b) 10 (e) 61
(c) 15
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Figura 1: Amplificador utilizando MOSFETSs.

Para o circuito da Figura 2, considere: k;, = 2,5k;, = 50uA, [Va| = 50V, a tensdo no terminal OUT: vo = Vo + v,, a
tensao na fonte V1: v; (somente CA) e na fonte VPOL=Vpoy, (somente CC). V;,, = |Vip| = 1V L; I1: Igpp = 25pA;
VDD=10V.



10. (1,0) Desde que R1 e R2 tenham uma proporgao adequada, o valor que mais se aproxima de W/L de M1, para
que se consiga um ganho de -100V/V, é:

(a) 130 (d) 330
() 10 (e) 61
(c) 150

11. (1,0) Quais dos valores a seguir sdo os valores mais préximos dos valores maximos e minimos de vo para que o
circuito trabalhe como amplificador, isto é, tanto M1 quanto M2 devem estar na regiao de saturagao?

(a) 2e 7V (@) 1e9V
(b) 3eTV (e) 2e 8V
(c) 2e 9V
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Figura 2: Amplificador utilizando MOSFETs.

12. (1,0) Das faixas abaixo, qual é a faixa da tensdo de entrada (aplicada ao terminal IN) que mais se aproxima da

faixa que o circuito da Figura 3 opera com ambos os transistores na regiao de saturagao. Considere V; = —1V,
k!, =50uA, (W/L); =100, (W/L)s = 25, V4 = 0.

(a) 2 e 14V (d) 1e 14V

(®) 3e13V (e) 1e 13V

(c) 1e 14,5V
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Figura 3: Amplificador utilizando MOSFETs.

13. (1,0) Qual das relagées abaixo mais se aproxima da relagdo W/L para M1 do circuito da Figura 4, onde a
tensdo do terminal OUT ¢ igual a 7,5V. Considere: Is = 15nA, B = 1, B = 1000, k!, = 2,5uAV?, V, = —1,
Va =150V, Vpr = 25mV.



(a) 100 (d) 150

(b) 10 (e) 15
(c) 50
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Figura 4: Circuito BICMOS.

Férmulas
Ebbers-Moll
UBE UBC
icg = Ig GVT -1 —1Ig GVT —1
7 UBE
IBE = 5% e Vp _ 1
7 UBC
iBC = 672 e Vi — 1
MOSFET N
1 1
Regido de saturagao: ip = ik;,%(v(;g —V)2(1 + dvps); A= 7o Condigao: vps > vas — Vi;
A
1
Regiéo triodo: iD = k%% <('UGS — ‘/t)UDS - 2U2DS) (1 + )\’L)Ds);
Para o MOSFET canal P, utilizar k), ao invés de k;, nas férmulas acima.
V, vV,
Modelo para pequenos sinais: ¢, = ki, — (Vas — Vi); 1o = A ou r, ~ —A;
L 1. W 5 Ip
§knf(vGS - Vi)



